~ Fraunhofer

1ISB
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Elektronik fur die Energieversorgung: Strategische Kooperation
zwischen Siemens und Fraunhofer IISB

Erlangen — Siemens und das Fraunhofer-Institut flr Integrierte Systeme und Bauele-
mentetechnologie IISB arbeiten kiinftig auf dem Gebiet der elektrischen Energiever-
sorgung zusammen. Gemeinsam sollen neue Losungen fir die Energieumwandlung
im Nieder- und Mittelspannungsbereich mit Hilfe der Multi-Level-Technologie gefun-
den werden. Die Forschungskooperation erweitert den Campus ,,Future Energy Sys-
tems*“ in Erlangen und unterstreicht die Bedeutung des Standorts als nationales Leis-
tungszentrum fur Elektroniksysteme.
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Vertragsunterzeichnung am 25. Juli 2014 mit (v.l.n.r.) Dr. Wolfgang Heuring (Siemens CT
RTC), Prof. Lothar Frey, Prof. Martin Marz (beide Fraunhofer 11ISB), Prof. Rolf Hellinger
(Siemens CT RTC PET) und Thomas Jacob (Siemens Corporate Technology Intellectual
Property). Bildquelle: Siemens AG

Die strategische Kooperationsvereinbarung wurde Ende Juli durch Vertreter der Siemens
Corporate Technology und der Fraunhofer-Gesellschaft unterzeichnet. Im Rahmen einer
engen, langfristigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Multi-Level-Technologie werden
von der Siemens AG Forschungsauftrage an das Fraunhofer IISB vergeben und in einem
gemeinsamen Roadmapping-Prozess im Rahmen des neuen Campus Future Energy Sys-
tems (Campus FES) definiert. Dadurch wird die Multi-Level-Technologie gezielt vorange-
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bracht und es erschlie3en sich weitere Einsatzmadglichkeiten in der Energietechnik sowie im
industriellen Umfeld. Siemens und das Fraunhofer [ISB werden dabei ihre umfassenden
Kompetenzen und Erfahrungen bei der Entwicklung von leistungselektronischen Systemen
fur die Energieversorgung einbringen.

Umrichter auf Basis moderner Multi-Level-Technologien tragen dazu bei, die an vielen Stel-
len im Stromnetz nétige Umwandlung elektrischer Energie zwischen Wechsel- und Gleich-
spannung effizienter und zuverlassiger zu gestalten. Einfach gesprochen, werden mit Multi-
Level-Ansatzen beim Schalten wenige Transistoren fir hohe Spannungen durch viele kleine-
re ersetzt. Dadurch lassen sich gewiinschte Spannungsverlaufe, wie z.B. eine Sinusform, in
kleinen Treppenstufen nahezu ideal angenéhern. Dies fuhrt zu einer stark verbesserten
Spannungsqualitat und stérende Rickwirkungen im Energienetz bzw. auf angeschlossene
Verbraucher entfallen. Umrichter, die mit friheren Technologien ausgeristet sind, kdnnen
dadurch weiter verbessert werden.

Ein Beispiel fir den Einsatz der Technologie ist der Hochspannungsgleichstromtransport
elektrischer Energie Uber lange Strecken, unter der Erde oder durch Wasser — etwa von ei-
nem Offshore-Windpark an Land. Die dabei eingesetzte Gleichspannung muss zur Einspei-
sung ins normale Hochspannungsnetz wieder in Wechselspannung gewandelt werden. Eine
andere Anwendung ist die Kopplung von Wechselstromnetzen, die mit unterschiedlicher
Frequenz arbeiten. So erfolgt z.B. die Verbindung zwischen dem offentlichen 50 Hz-
Hochspannungsnetz und dem 16% Hz-Bahnnetziiber eine Gleichspannungsbriicke (DC-
Link). Dabei wird die jeweilige Wechselspannung zunéchst in eine Gleichspannung und an-
schlieRend wieder in eine Wechselspannung mit der im anderen Netz benétigten Frequenz
umgewandelt. Neben netzgebundenen Systemen ergeben sich zudem Anwendungsfelder
bei GroRantrieben in der Industrie oder in der Schifffahrt.

Die Siemens AG und das Fraunhofer IISB arbeiten auf Projektebene bereits seit mehreren
Jahren sehr erfolgreich auf dem Gebiet modularer Multi-Level-Technologien zusammen.
Durch die vertiefte strategische Kooperation wird diese Partnerschaft weiter intensiviert.

Schematische Darstellung von Grundprinzip und Funktionsweise modularer Multi-Level-
Umrichter. Bildquelle: Fraunhofer 1I1SB
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60 MW-Bahnstromumrichter in Multi-Level-Technologie zur Kopplung von 50 HZ-Hoch-
spannungsnetz und 17625 Hz-Bahnnetz am Kraftwerk Franken in Nurnberg-Gebersdorf.
Bildquelle: Siemens AG

Das Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter
www.iisb.fraunhofer.de/presse.
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Fraunhofer IISB:

Das 1985 gegrindete Fraunhofer-Institut fir Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie 11SB
betreibt angewandte Forschung und Entwicklung in den Geschaftsbereichen Halbleiter und Leis-
tungselektronik. Das [ISB deckt dabei in umfassender Weise die Wertschépfungskette fir Elektronik-
systeme ab — vom Grundmaterial bis zur leistungselektronischen Anwendung. In enger Kooperation
mit der Industrie erarbeitet das Institut Lésungen auf den Feldern Materialentwicklung, Halbleitertech-
nologie und -fertigung, elektronische Bauelemente und Module, Simulation und Zuverlassigkeit, bis
hin zur Systementwicklung in der Fahrzeugelektronik, Energieelektronik und Energieinfrastruktur.
Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Vertragsforschung fiir die Industrie und
offentliche Einrichtungen. Neben seinem Hauptsitz in Erlangen betreibt das [ISB weitere Standorte in
Nurnberg und Freiberg. Das 1ISB kooperiert eng mit dem Lehrstuhl fur Elektronische Bauelemente der
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg.
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